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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS

POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES -

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

AVANT-PROPQOS
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Elle doi
CEl 620

| (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondial isation

semble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |z
er la coopération internationale pour toutes les questions de norm
icité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, ivi

laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel 5sé par le
raité peut participer. Les organisations internationales, gouverne mehtales, en
avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl ¢e I'Organisation
htionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par ac organisatipns.
bcisions ou accords officiels de la CEIl concernant les qus seftent, dans |a mesure
Esible un accord international sur les sujets étudiés, ités nationaux Intéressés

bprésentés dans chaque comité d’études.

ne intern
troniques,
ducteurs,

droits analogues. La CEl

internationales. lls so

ités nationaux.

indication d’approbation et sa resg
pne de ses normes.

ne saurait étre tg

de propriété et de ne pas avoir signalé leur existen

it publiés
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S normes
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vent faire
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| 992) et
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-5-3 et la

Le domaine couvert par cette norme sera désormais placé sous la responsabilité du comité
d'études 86 de la CEIl: Fibres optiques.

Le texte de cette norme est issu en partie de la CEl 60747-5 (1992) et son amendement 1 et
en partie des documents suivants:

FDIS

Rapport de vote

86/113/FDIS

86/114/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a 'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniguement a titre d'information
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equip
6) Attent e nts of this International Standard may be ti
of patg le for identifying any or all such patent rights.
Internat een prepared by sub-committee 47C: Optoele
display Anical committee 47: Semiconductor devices
This fir] ially the second edition of IEC 60747-5 (1992)
amendment 1\ and C technical revision (see also annex A: Cross references
It should be joi vith IEC 60747-5-1, IEC 60747-5-2, IEC 60747-5-3 and IEC 62
The field of ‘this starfdard will henceforth be placed under the responsibility of IEC t

committee.86: Fibre optics

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 1: Essential ratings and characteristics

FOREWORD

htional co-operation on all questions concerning standardization in the e
hd and in addition to other activities, the IEC publishes International

pate in this preparatory work. International, governmental and no -gove
e |EC also participate in this preparation. The IEC collaborates
andardization (ISO) in accordance with conditions det
zations.

htional consensus of opinion on the relevant subjects (sincg éach te
Il interested National Committees.

bcuments produced have the form of ati i naI e and are published i
dards, technical reports or guides afRd they are acceted by\the Natignedl Committees in that ser
er to promote international unification,
brds transparently to the maximum

their national and regional stand

lomprising

dration is
with may
s liaising
hjanization
the two

sible, an
bsentation

the form

se.

ernational
rds. Any
pe clearly

e for any

e subject

bctronic,

and its
index).

DO7-2.

echnical

The text of this standard is based partly on IEC 60747-5 (1992) and its amendment 1 and partly
on the following documents:

FDIS Report on voting
86/113/FDIS 86/114/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report of
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS OPTOELECTRONIQUES A SEMICONDUCTEURS

POUR APPLICATION DANS LES SYSTEMES A FIBRES OPTIQUES —

Partie 1: Valeurs limites et caractéristiques essentielles

1 Domaine d'application

Cette partie de la CElI 62007 donne les valeurs limites et caractéristiques essentielles

applical
utilisés

— photgémetteurs & semiconducteurs;

— déted
— dispd

2 Réfé

Le docu
faite, co
de la pu
et les {
invitées
indiqué
internat

CEIl 608

3 Tern

La term

valeurs |li

Pour Ig
applical

lans le domaine des systémes et sous-systémes a fibres optiqu

teurs photoélectriques a semiconducteurs;

a laser

étre consultée dans la CEl 60747-5-1.

3.1
photodi

photodigde“fonctionnant avec une polarisation en inverse telle que le courant photoé

de a-avalanehe (VEI 845-05-40, spécialisé):

primaire subit une amplification dans la diode

3.2

intensité relative du bruit RIN:
Quotient de la moyenne quadratique des fluctuations du flux énergétique, <A¢§> par la

les aux categories sulvantes de dispositifs optoelectroniques/a semiconducteurs

g la référence qui y est
la CEI 62007. Au jmoment

révision
07 sont

3”’récente du document hormatif

Normes

des types de dispositifs, des termes généraux et des

ente Norme internationale, les définitions suivantes sont

ectrique

moyenne quadratique du flux énergétique <A®.>2, normalisée a une bande fréquentielle de
largeur unitaire

NOTE - Le RIN est habituellement exprimé en dB/Hz:

RIN =10 log,, {< Acbz >/(< @, >? IZIAf)}
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SEMICONDUCTOR OPTOELECTRONIC DEVICES
FOR FIBRE OPTIC SYSTEM APPLICATIONS —

Part 1: Essential ratings and characteristics

1 Scope

This part of IEC 62007 gives the essential ratings and characteristics of the following

categories of semiconductor optoelectronic devices to be used in the/fieltk of fibfe optic
systemgq and subsystems:

— semifonductor photoemitters;

— semifonductor photoelectric detectors;

— mongli

2 Normative reference

The foll his text,
constituf e/0f publication, theg edition
indicate jon, and parties to agr¢gements
based d ] estigate the possibility of ppplying
the moit iti i i ted below. Members of IEC pnd ISO
maintai i i 3 5.

IEC 60825 (all parts),

3 Tern

The termi

those reg

For the

3.1
avalanc

a photo

s and c@

diode operafing with a reverse bias such that the primary photocurrent un

Rt vanthin tha AdindAA
trot o666

amplifick

3.2
relative

vVt re—OrT

intensity noise  RIN:

ms, and

dergoes

the quotient of the radiant power mean square fluctuations <ACD§> to the mean square radiant

power <

ACDe>2, normalized to a frequency band of unit width

NOTE — RIN is usually expressed in dB/Hz.

RIN =10 log,, {< A(DE >/(< o, > DAf)}
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3.3
déviation spectrale AA.:

écart de la longueur d'onde centrale a sa valeur a une température du boitier donnée ou un
courant direct donné par rapport a sa valeur a une température de boftier ou a un courant
direct de référence spécifiés respectivement

NOTE - La température de référence spécifique est habituellement de 25 °C.

3.4
coefficient de réflexion en entrée  sq4:

quotient de la tension réfléchie a haute fréquence par la tension incidente a haute fréquence

3.5
erreur de piste Eg:

écart dy flux énergétique a une température du boitier donnée par sappert a\une te 3érature
du boftier de référence spécifiée

NOTE 1 H La température de référence spécifique est habituellement de 25 °

NOTE 2 1 Il est habituellement spécifié un écart maximal (en valeur ap g npérature
de part et|d’autre de la température du boitier de référence.

NOTE 3 1 L’erreur de piste est habituellement exprimée en pourcentage™du Fux & rature du
boitier de|référence.

3.6
respongjvité d'une photodiode pour 3yste
sous-sygteme) Rp, R:
quotienf du photocourant I, par la puiss
la photodiode.

[

tique de

NOTE 1 A
NOTE 2
- de«p

— de cofnposant e

3.7

facteur

Bruit ré : eurs de
charge 2 est défini comme le rapport de la puissance de brujit a une
polarisafron™ &e au bruit de grenaille amplifié du photocourant a une polarisation
inverse S

NOTE - |l convient”que \a tension inverse de référence soit suffisamment basse pour qu’il n'y ajt pas de
multiplicalion de porteurs de charge, mais suffisamment haute pour que le dispositif soit entierement déglété et ait

atteint se$ vitesse et responsivité assignées.

4 Diodes électroluminescentes et diodes émettrices en infrarouge pour
systémes ou sous-systemes a fibres optiques

4.1 Type
Diodes électroluminescentes ou émettrices en infrarouge a température ambiante spécifiée ou

a température de boitier spécifiée avec ou sans fibre optique amorce pour les systemes ou
sous-systemes a fibres optiques.

4.2 Matériau semiconducteur

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.
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3.3
spectral

shift AA.:

the deviation of the peak-emission wavelength at a particular case temperature or a particular
forward current from its value at a specified reference case temperature or a specified
reference forward current, respectively

NOTE - The specific reference temperature is usually 25 °C.

3.4

input reflection coefficient  sq:
the quotient of the high frequency reflected voltage to the high frequency incident voltage

3.5

tracking
the devi
referend
NOTE 1

NOTE 2
ranges be

NOTE 3
temperaty

3.6
(diode)

NOTE 1 -
NOTE 2 -
— chip if

— packal

3.7
excess
noise rg
is defing
of the p

NOTE -
sufficientl

4 Light emitfing~digdes and infrared emitting diodes for fibre optic systems or
subdgystems

error  Eg:
ation of the radiant power at a particular case temperature fron
e case temperature

The specific reference temperature is usually 25 °C.

"Photodiode" means a complete devige su
Self;

ped component wi

noise fac
sulting from

pecified

nperature

nce case

odiode

ation: it
ot noise

place but

4.1 Type

Ambient-rated or case-rated light-emitting or infrared-emitting diode with or without optical fibre
pigtail for fibre optic systems or subsystems.

4.2 Semiconductor material

GaAs, GaAlAs, InGaAs, InP, etc.
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4.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation

62007-1 © CEI:1997

4.3.1 Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.

4.3.2 Méthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

4.3.3 lIdentification des bornes et indication d'une connexion électrique éventuelle entre une
borne et le bottier.

4.3.4 Caractéristiques de l'accés optique: orientation par rapport a

par rapport a I'axe mécanique, surface, ouverture numérique.

l'axe mécanique, position

4.3.5 Rour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant ibre amegrce|, le type
de protgction, le connecteur et la longueur.
4.3.6 Ipformations concernant la dissipation thermique du bofti
4.4  Valeurs limites (systéme des limites absolues) dans | s.températures fe
fonctionnement, sauf indication contraire /\
Réf) Caractéristiques \) Symbugle IiM Exigencps
/\(x (x Min. Max.
N
4.4.1 Température de stockage \ \ stg X X
soit 4.4.2]1 Température ambiante Tamb X X
soit 4.4.2)2 Température de boftier (\ Tcase X X
4.4.3 Température de so \u.m)a Tsid X
soudage et distance i
au boftier (‘\
4.4.4 n in rse VR X
4.4.5 Cou contln Ie X
Courbe bu f teurde’r
4.4.6 Cowfant\direct e dans les conditions IeRM X
d'impulsions spée "es a lieu)
rbe ouact rde éduction (s'il y a lieu)
4.4.7 ssm\ﬁg pms ce Piot X
(\ Nu facteur de réduction (s'il y a lieu)
4.4.8 les\dispaqsitifs a température de boitier Twi) X
re de jonction virtuelle (s'il y a lieu)
4.4.9 Pour les dispositifs avec fibre amorce: r X
Rayorn de couroure de Id fioreamorce (ala distance
spécifiée par rapport au boftier)
4.4.10 Chocs X
4.4.11 Vibrations X
4.4.12 Résistance a la traction pour les dispositifs avec
fibre amorce:
4.4.12.1 Structure lache:
— Résistance a la traction sur la fibre le long de son
axe F X
— Résistance a la traction sur la gaine de protection
le long de son axe F X
4.4.12.2 Structure serrée:
— Résistance a la traction sur la fibre amorce le long
de son axe F X
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4.3 Details of outline and encapsulation

4.3.1 IEC and/or national reference number of outline drawing.

4.3.2 Method of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

4.3.3 Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal

and the

case.

4.3.4 Characteristics of the optical port: Orientation relative to mechanical axis, position
relative to mechanical axis, area, numerical aperture.

4.3.5 Hor devices with pigtail: Information on the pigtail fibre, kind ofQrotection;yconnector,
length.
4.3.6 Ipformation on the heat sink of the package.
4.4  Limiting values (absolute maximum system) over the gperatiagtemperature range,
unpless otherwise stated
Ref) Characteristics tew Requiremgnts
f\ A Min. Max.
4.4.1 Storage temperature ( (\\ % ( U M X X
either 4.4/2.1 Ambient temperature \/Tamb X X
or 4.4.2.2 Case temperature Tcase X X
4.4.3 Soldering temperature at maxi oI ring rr%\/ Tsid X
and mrnrmum st ecr
4.4.4 Reverse V(}\age VR X
4.4.5 Continuous fo rren Ie X
DeWc ve or devanng fagter
4.4.6 € specified pulse IerM X
condr |o (S
Deratj urvenor (where appropriate)
4.4.7 dissipation Prot X
tr g cyrveNpr de tlng factor (where appropriate)
4.4.8 or cas Tvi X
(\ rtu&q\nctro temperature (where appropriate)
4.4.9 F}r\de i Wpigtail: r X
nd radius of pigtail (at specified distance from the
cas
4.4.10 Shock X
4.4.11 Vibration X
4.4.12 Tensile force on devices with pigtail:
4.4.12.1 Untight structure:
— Tensile force on fibre along its axis F X
— Tensile force on cladding along its axis F X
4.4.12.2 Tight structure:
— Tensile force on pigtail along its axis F X
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Réf. Caractéristiques Conditions & Ty OU Tease = 25 °C | Symbole Exigences
sauf indication contraire littéral Min. Max.
451 Tension directe Iz ou @ spécifié Ve X
4.5.2 Courant inverse VR spécifié Ir X
4.5.3 Résistance différentielle Ig ou @, spécifié Iq X
4.5.4 Capacité totale VR, f spécifiés Ciot X
soit Bruit d'intensité relative Ir ou @, f,, Afy spécifiés RIN X
4.55.1 (s'il 'y a lieu)
soit Rapport porteuse/dprait (S1y a I- ou @, T, ATy, Ty, M Specifiés C/N X
4.5.5.2 lieu) (
soit Flux énergétique Ir spécifié (en continu ou en X x D
4561 impulsions ou les deux)
soit Courant direct ®, spécifié Ie X X
4.5.6.2
4.5.7 Pour les dispositifs sans fibre Ir ou ®g, angle @ spécifié 815 X
amorce:
angle a mi-intensité (s'il y a lieu) \
4.5.8 Pour les dispositifs sans fibre Ir ou @, angle @ gpécifié \A} X
amorce:
angle de désalignement (s'il y a
lieu) /\ ‘\/>
4.5.9 Largeur de bande du I o ifié \J AN X
rayonnement spectral
soit Temps de commutation: i X
4.5.10.1 || — temps de croissance t X
— temps de décroissanc ¢ X
— temps de retard (sy a Ney) ; f / X
— Longueurs d'onde d'émission d(on)
maximales td(off)
soit Fréquencg’de . coupure f. X
4.5.10.2
1) S'il y|a lieu < \/\
) STy AN
4.6 Inf
Soit
46.1.1 ature et
courbe fypique du flux énergétique en fonction du courant direct (en continu ou en impulsions,
comme SPECTIfie):
soit

4.6.1.2 Courbe typique ou coefficient de l'intensité énergétique en fonction de la température
et courbe typique de l'intensité énergétique en fonction du courant direct (en continu ou en
impulsions, comme spécifié).

4.6.2 Courbe typique ou coefficient de variation des longueurs d'onde d'émission maximales
en fonction de la température.

4.6.3 Diagramme de rayonnement typique.

4.6.4 Résistance thermique, a température ambiante ou a température de boftier spécifiée.
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4.5 Electrical and optical characteristics

Ref. Characteristics Conditions at Ty OF Tease = 25 °C Letter Requirements
unless otherwise stated symbol Min. Max.
4.5.1 Forward voltage I or ®, specified Ve X
4.5.2 Reverse current VR specified Ir X
4.5.3 Differential resistance I or ®, specified rd X
4.5.4 Total capacitance VR, f specified Ciot X
either Relative intensity noise Ig or @, , f,, Afy specified RIN X
4551 (where appropriate)
or Carrier-to-noise ratio (where Ic or & . f.. Afy, f... m specified C/N X
4.5.5.2 [appropriate) [
either Radiant output power Iz specified (d.c. or pulse, or both) e x x D
45.6.1
or Forward current ®, specified . X
4.5.6.2 a
4.5.7 For devices without pigtail: I or ®,, angle ¢ specified \%Q \/ X
Half-intensity angle (where
appropriate)
4.5.8 For devices without pigtail: Ig or @, angle @ spécified A\ X
misalignment angle (where
appropriate)
4.5.9 Spectral radiation bandwidth AN X
either Switching times: X
4.5.10.1 |- rise time t, X
— fall time t; X
— delay times (where appropriate) tacom/! X
— peak emission wav gths ta(off)
or Cut-off frequency f, X
4.5.10.2
1) Whefe appropriat k\/\ \
4.6 Su
Either
46.1.1 curve of
radiant
or

4.6.1.2 Typical curve or coefficient of radiant intensity versus temperature and typical curve of
radiant intensity versus forward current (d.c. or pulse, as specified).

4.6.2 Typical curve or coefficient of change in peak emission wavelength versus temperature.
4.6.3 Typical radiation diagram.

4.6.4 Thermal resistance, ambient-rated or case-rated.
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5 Module laser avec fibres amorces

51 Type
Le module laser se compose des éléments de base suivants:

diode laser

fibre amorce

photodiode

thermistance 0O sinécessaire
élément Peltier O

5.2 Semiconducteur

5.2.1 Matériaux

diode laker par exemple: GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP
photodigde par exemple: Ge, Si, GalnAs 0

capteur|de température 0O sinécessaire
élément| Peltier

5.2.2 ructure

Diode laser, par exemple: guidage pa
distribuge, etc.

5.3 Dé

5.3.1 Numeéro CEIl et/ou

5.3.2 Méthode d'encaps

5.3.3 Ijentificae
le boiti

borne e er.

réaction

htre une

534 | otce, par exemple: type de fibre, type de protection,
connect
5.3.5 | efroidissement du boftier.
5.4  Valeurstlini systeme des limites absolues) dans la gamme des températures
fopcti W, sauf indication contraire

Conditions généerales

5.4.1 Températures de stockage minimale et maximale (7).
5.4.2 Températures de fonctionnement minimale et maximale (boitier) (T ase)-

5.4.3 Températures de fonctionnement minimale et maximale (embase) (si néc
(Tsub)'

essaire)

5.4.4 Température de soudage maximale (temps de soudage et distance minimale par

rapport au boitier (Tgq).

5.4.5 Rayon de courbure minimal de la fibre amorce (& une distance spécifiée du boitier) ().
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5 Laser module with pigtails

51 Type

The laser module consists of the following basic parts:

laser diode

pigtail

photodiodes O

thermal sensor O Wwhere appropriate
Peltier element O

5.2 Semiconductor

5.2.1 Material

laser dixde e.g. GaAs, GaAlAs, InGaAsP, InP
photodigde e.g. Ge, Si, GalnAs 0

thermal|sensor 0 Wwhere appropriate

Peltier glement 0

5.2.2 Sfructure

Laserd

5.3 De

5.3.1 IHBC and/or national r

5.3.3 Terminal i ification anpdNndication of ja
the case.

5.3.4 In
5.3.5 In

5.4 Li
un

General conditions

inal and

ngth.

5.4.1 Minimum and maximum storage temperatures (Tstg).
5.4.2 Minimum and maximum operating case temperatures (T age)-

5.4.3 Minimum and maximum operating submount temperature (Tg,)-

5.4.4 Maximum soldering temperature (soldering time and minimum distance to case) (Tgq)-

5.4.5 Minimum bend radius of pigtail (at specified distance from the case) (r).
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5.4.6 Chocs (accélération maximale et durée d'impulsion).
5.4.7 Vibrations (accélération maximale et gamme de fréquences).
5.4.8 Force de traction le long de I'axe du cable.

5.4.8.1 Structure lache:

— Force de traction maximale sur la fibre (F).
— Force de traction maximale sur le céble (F).

5.4.8.2 [ STrUCIUTE Serree.

— Forcp de traction maximale sur le cable (F).

Diode l3ser

Pour le$ modules laser sans refroidisseur Peltier, la coufbexde r&g
réduction doit étre donné pour un des parameétres suiv 5.4.10:@ &
laser avgc refroidisseur Peltier, T, est égal a 25 °C.

5.4.9 Tension inverse maximale (Vg).
5.4.10 [Courant direct continu maximal
5.4.11
5.4.12

5.4.13

Photodi

5.4.14

5.4.15

Capteul detempérature (si nécessaire)

uctiom\ou le faq
. Pour les modules

teur de

S (Igp)-

définies

5.4.16.1 Puissance dissipée maximale (P).

ou

5.4.16.2 Tension d'alimentation maximale (V).
Elément de refroidissement (si nécessaire)

5.4.17 Courant maximal en conditions de refroidissement et de chauffage (/pg).
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5.4.6 Shock (maximum acceleration and pulse duration).

5.4.7 Vibration (maximum acceleration and frequency range).

5.4.8 Tensile force along cable axis:

5.4.8.1

Untight structure:

— Maximum tensile force on fibre (F).

— Maximum tensile force on cable (F).

5.4.8.2

— Maxi

Laser d

For lass
of follow
25 °C.

549 N

5.4.10

54.11

5.4.12

5.4.13

Photodi

5.4.14

5.4.15

Therma

5.4.16.1

| ignt Structure.

mum tensile force on cable (F).

ode

r module without Peltier cooler, derating curve or d
ing parameters, 5.4.10 to 5.4.13. For laser mo

flaximum reverse voltage (Vg).

Maximum continuous forward cyrent

Maximum power dissipation (P)

for one
quals to

or

5.4.16.2 Maximum voltage supply (V).

Thermal electric cooler (where appropriate)

5.4.17

Maximum cooler current under cooling and heating (/pg).
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5.5 Caractéristiques électriques et optiques

Conditions a Tg,, =25 °C
pour le module avec élément Peltier,
Réf. Caractéristiques Tamb OU T¢ase = 25 °C pour le module | Symboles Exigences
laser sans élément Peltier
sauf spécification contraire
Diode laser
55.1 Tension directe Ir ou @, spécifié Ve Max.
5.5.2 Courant de seuil lithy Min. Max.
5.5.3 Flux énergétique au courant de | /g = Ity Qo(TH) Max.
seull /
5.5.4 Courant direct au-dessus du ®, spécifié Max.
seuil (pour module laser avec T = Tease Max. OU Typyp MAx. (
refroidisseur Peltier)
555 Efficacité différentielle (pour ®, ou Al spécifié in. Max.
module laser avec refroidisseur | = 7 max. ou T max.
Peltier) case amb
5.5.6 Caractéristiques spectrales
5.5.6.1.1 | Longueur d'onde d'émission de | &, ou Alg spécifié 0 Min. Max.
pointe fonctionnement contjfiu
5.5.6.1.2 | Largeur spectrale a mi-hauteur b 1) Max.
4
ou Espacement modal et nombre nm Max.
5.5.6.1.3 | de modes longitudinaux
5.5.6.1.4 | Longueur d'onde d'émission de Ap 2) Min. Max.
pointe en modulation
5.5.6.1.5 | Largeur spectrale a mj Ap 2) Max.
en modulation
et/ou Longueur d'onde AL Min. Max.
5.5.6.2.1
5.5.6.2.2 || Largeur sp DX (rms) 1) Max.
moyenne
ou Espacement iy A I spécifié nm Max.
5.5.6.2.3
5.5.6.2.4 ¢ ou Al spécifié A2 Min. Max.
condition de modulation spécifiée
5.5.6.2.5 @, ou Al spécifié DA ims 2 Max.
condition de modulation spécifiée
5.5.7 rr%dg/sfoectral unique, sous modulation directe spécifiée
5.5.7.1 ®, ou Alg spécifié AN Max.
condition de modulation spécifiée
5.5.7.2 Rapport de suppression des ®, ou Al spécifié SMS Min.
modes extrémes condition de modulation spécifiée
5.5.8.1 Glissement spectral Dleq, Dlgo, @a1y Qe D, Max.
5.5.8.2 Glissement spectral de module |7, 1 ou Tease b, D¢ Max.
laser sans refroidisseur Peltier
Tamb 2) ou Tcase 2)
5.5.9.1 Temps de croissance, O t, Max.
temps de décroissance E Courant de polarisation Al ou @, t
et/ou O courant d'impulsion d'entrée,
5.5.9.2 Temps d'établissement, E durée et rapport cyclique spécifiés tons Max.
temps de coupure 0 toss
5.5.10 | Fréquence de coupure ®, ou Alg spécifié fe Min.
5.5.11 Rapport porteuse sur bruit Alg ou @, Af, f,, m et f, spécifiés C/N Min.
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5.5 Electric and optical characteristics

Conditions at Tg,, =25 °C
for laser with Peltier cooler,
Ref. Characteristics Tamb OF Tease = 25 °C for laser module | Symbols Requirements
without Peltier cooler
unless otherwise stated
Laser diode
55.1 Forward voltage Ig or ®, specified Ve Max.
5.5.2 Threshold current lithy Min. Max.
5.5.3 Radiant power at threshold Ie = Ity Pe(TH) Max.
5.5.4 Forward—current=above P, Specified [AY/S Max.
threshold (for laser module T = Tease Max. or Tomp Max.
without Peltier cooler) s
5.5.5 Differential efficacy (for laser ®, or Alg specified n. Max.
module without Peltier cooler) T = Toase Max. of Ty, Max.
5.5.6 Spectral characteristics v
5.5.6.1.1 | Peak emission wavelength ®, or Alg specified Ny 1) in. Max.
CW-operation
5.5.6.1.2 | Spectral radiation bandwidth ®, or Alg specified A D Max.
FWHM CW-operation
or Mode spacing and number of ®, or Al specified nm Max.
5.5.6.1.3 | longitudinal modes
5.5.6.1.4 | Peak emission wavelength Ap 2) Min. Max.
under modulation
5.5.6.1.5 | Spectral radiation bandwidth Ap 2) Max.
under modulation
and/or Central wavelength A Min. Max.
5.5.6.2.1
5.5.6.2.2 | Spectral radiatio A (rms) 1 Max.
r.m.s. bangdwidth
or Mode spa « 0N/ specified nm Max.
5.5.6.2.3 || longitudinal
5.5.6.2.4 }or Al specified A2 Min. Max.
odulation condition specified
5.5.6.2.5 ®, or Al specified Mg 2 Max.
modulation condition specified
5.5.7 e under specified direct modulation
5.5.7.1 ®, or Alg specified AN, Max.
modulation condition specified
5.5.7.2 | Side-mode suppression ratio ®, or Al specified SMS Min.
TTodutation comdition specified
5.5.8.1 | Spectral shift Algq, Dley, Qe1, Os Ah, Max.
5.5.8.2 | Spectral shift for laser module | Tymp ¥ oF Tease DA, Max.
without Peltier cooler Tamb 2 OF Tease 2
5.5.9.1 |Rise time, 0 t,, Max.
fall time E Bias current Alg or @, t
and/or 0 input pulse current,
5.5.9.2 Turn-on time, E width and duty cycle specified tons Max.
turn-off time 0 tof
5.5.10 Cut-off frequency ®, or Al specified fe Min. Max.
5.5.11 Carrier-to-noise ratio Alg or &g, Af, f,, mand f, specified C/N Min.
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Conditions & Tgy, =25 °C

pour le module avec élément Peltier,

Réf. Caractéristiques Tamb OU Tease = 25 °C pour le module | Symboles Exigences
laser sans élément Peltier
sauf spécification contraire
Photodiode de commande
5.5.12 Courant d'obscurité ®, =0 I ) Max.
Vg spécifié
5.5.13 Courant inverse sous ®, ou Alg spécifié Ir(e) Min. Max.
rayonnement optique Vi spécifié
soit
5.5.14.1 f‘npnr\ité de la diocde ‘/K ot fcpénifiéc ot Max.
ou
5.5.14.2 | Temps de croissance, ®, ou Alg spécifié o 4 Max.
temps de décroissance Vi spécifié /\
5.5.15.1 | Rapport de contrdle ®, ou Al et Vi spécifiés, ER Max.
gamme de température: 25 °C a T&se
min. ou Tymp Min.
et/ou
5.5.15.2 | Rapport de contrdle ®, ou Al et Vi spécifié \ 2 Max.
gamme de températur 3
min. ou Tymp Min. (7
Thermistgnce (si nécessaire) N\ Q >
5.5.16 Résistance Coufant de la¢thermigtance\/io R Min. Max.
spécifig )\
5.5.17 Pente de la résistance Courapt-de thexmistancey,. spécifie. AR/R Min. Max.
Température de chonnewent:
Tsub )v Tsng\b\
Elément Reltier (si nécessaire) \( N
5.5.18 Courant Peltier écifié, Ipg Max.
températu tionnement: Tgase
MING ONT ¢ aseNNAX.
5.5.19 [ Tension W ouw A/ dpécifié, Vee Max.
t érature de fonctionnement: Tgaqe
/\ \gu\'\?mb min. et max.
1 En fgnctionnemext continy:
2 Enn odulw
N
5.6 Inf meptaires
5.6.1 Courant ct gontinu de la diode laser correspondant a @qq,
NOTE — ¢e5o:vNiveau de flux énergétique de la pastille laser sur embase, représentatif des performancef et de la

fiabilité des dispositifs de méme technologie et soumis aux mémes procedures d'assurance de la qualite.

5.6.2 Temps de réponse en température de la thermistance en fonction de la variation du

courant

de refroidissement (si nécessaire).

5.6.3 Reésistance thermique entre jonction diode laser et boitier (sans refroidissement): Rypj.c.

5.6.4 Parameétre sq;.

5.7 Précautions a prendre

Voir la CEIl 60825.
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Conditions at Tg,, =25 °C
for laser with Peltier cooler,
Ref. Characteristics Tamb OF Tease = 25 °C for laser module | Symbols Requirements
without Peltier cooler
unless otherwise stated

Monitor photodiode

5.5.12 Dark current ®, =0 Iy Max.
VR specified

5.5.13 Reverse current under optical ®, or Alg specified Ir(e) Min. Max.
radiation Vg specified

either

5.5.14.1 jDBiodeTapacitance Vrardfspecified Crot Max.

or

5.5.14.2 | Rise time, ®, or Al specified B Max.
fall time Vi specified /\

5.5.15.1 | Tracking error ®, or Al and Vjy specified, ER V| Max.

temperature range: 25 °C to T.aqe
min. or Tymp Min.

and/or
5.5.15.2 | Tracking error ®, or Al and Vg specified, R2 Max.

temperature range: °C(§ Tea

N

min. or Tymp Min.
Thermistdr (where appropriate) N @
5.5.16 Resistance T@ rent (. spekifie )\/ R Min. Max.

5.5.17 Slope of resistance Thermistor curreqt /ye eci%d—./ AR/R Min. Max.
Terdperature range;
Tsub V. Tomn?

su
Peltier cufrent (where appropriat€) \3

5.5.18 Peltier current ) Ipg Max.

e: Tgase Min. or

5519 | Peltier v@ o, drAlspecified, Vee Max.
mpeyature range: Toagse OF Tamp
’N\i nd max.

AN

1) cw-pperation. \/
2 In mpdulatjgn.

5.6 Supplem

5.6.1 [DCforward ctirrent of the laser diode corresponding to @ggo-

NOTE — @oo: radiant power value of the laser chip on submount, representative of the performance and reliability of
devices manufactured using the same technology and submitted to the same quality assurance procedures.

5.6.2 Response time of the thermistor temperature to the change of cooler current (where
appropriate).

5.6.3 Thermal resistance between laser diode junction and case (without cooler): Ryj-c.
5.6.4 s;, parameter.

5.7 Hazard

See |IEC 60825.
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6 Photodiodes PIN pour systémes ou sous-systémes a fibres optiques

6.1 Type

Photodiodes PIN a température ambiante ou a température de boftier spécifiée, avec ou sans
fibre optique amorce pour les systémes ou sous-systemes a fibres optiques.

6.2 Matériau semiconducteur

Si, Ge, InGaAs, etc.

6.3 Défails dencombrement et d encapsulation

6.3.1 Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d'e
6.3.2 Meéthode d'encapsulation: verre/métal/plastique/autre.

6.3.3 Ifentification des bornes et indication d'une connexign électrigug t tre une
borne et le boftier.

6.3.4 Caractéristiques de l'acces optique: orientatiop”par rappogt 3 position
par rapport a I'axe mécanique, surface, ouverture numérjque.

6.3.5 PRour les dispositifs avec fibre | 5 le type
de fibre| le type de protection, le conngcte £

6.3.6 Ihformations concernant la dissi

6.4 Valeurs limites (systé des i
fopctionnement, saif_indicdlti

A

Réf) ractékistiques \/ Symbole littéral Exigencps
Min. Max.

6.4.1 Tem@mg\@/{toc ge Tstg X X

; ; T
soit 6.4.2]1 Tempéxatyre a b@tte\> Tamb X X
soit 6.4.2]2 empératyredebofjer Tcase X X

6.4.3 Tem\pé«%r deWe au temps maximal de Tsid X
oudagevet-distanc inimale spécifiée par rapport
pau bt

6.4.4 Teﬁion\i@krsé VR X
6.4.5 Dis??pe&iyﬁ de puissance Piot X
6.4.6 Flux énergétique dans la zone sensible (3 X
6.4.7 Pour les dispositifs avec fibre amorce: r X

Rayon de courbure de la fibre amorce
(a la distance spécifiée par rapport au bottier)

6.4.8 Chocs X
6.4.9 Vibrations X
6.4.10 Résistance a la traction pour les dispositifs avec

fibre amorce:
6.4.10.1 Structure lache:

— Résistance a la traction sur la fibre le long de son

axe F X

— Résistance a la traction sur la gaine de protection

le long de son axe F X
6.4.10.2 Structure serrée:

— Résistance a la traction sur la fibre F X
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6 PIN photodiodes for fibre optic systems or subsystems

6.1 Type

Ambient-rated or case-rated PIN photodiodes with or without optical fibre pigtail for fibre optic
systems or subsystems.

6.2 Semiconductor material

Si, Ge, InGaAs, etc.

6.3 De
6.3.1 |
6.3.2 N
6.3.3 1
and the
6.3.4 (
relative
6.3.5 H
connect|
6.3.6 |

6.4 Linmiting values (absolu

case.

nform

or devices with pigtail: informati
pr, length.

alls or outline and encapsulation

FC and/or national reference number of outline drawing.
flethod of encapsulation: glass/metal/plastic/other.

erminal identification and indication of any electrj

ation on the

operating temperature range

terminal

position

btection,

unléss otherwise stat
Ref| Q arapteristics Letter symbol Requirenent
(\ Min. Max.
6.4.1 Stovége\{e per}t{re ) Tstg X X
either 6.4/2.1 ient teqpexatur Tamb X X
or6.4.2.2 Case t ergture Tcase X X
6.4.3 dehlirg temparature at maximum soldering time Tsid X
an inm fstance to case specified
6.4.4 Me vpltage Vr X
6.4.5 Power dissipation Piot X
6.4.6 Radiant power on the sensitive area d, X
6.4.7 For devices with pigtail: r X
Bend radius of pigtail (at specified distance from the
case)
6.4.8 Shock X
6.4.9 Vibration X
6.4.10 Tensile force on devices with pigtail:
6.4.10.1 Untight structure:
— Tensile force on fibre along its axis F X
— Tensile force on cladding along its axis F X
6.4.10.2 Tight structure:
— Tensile force on pigtail along its axis F X
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6.5 Caractéristiques électriques et optiques

NOTE - La tension V spécifiée doit étre identique pour toutes les caractéristiques, sauf indication contraire.

Réf. Caractéristiques Conditions & Tyyp OU Tease = 25 °C | Symbole Exigences
sauf indication contraire littéral Min. Max.
6.5.1.1 [ Courant d'obscurité VR spécifié, &, = 0 Irpy X
P Tamb OU Tease Spécifié lroy
6.5.2 Capacité totale V., f spécifiés, ®, = 0 Ciot X
6.5.3 Courant de bruit Vr Ireys for Bfny Ry Ap, AN In X
spécifiés
= [
6.5.4 Pour les dispositifs sans fibre
amorce:
6.5.4.1 Sensibilité sur I'axe mécanique Vi, Ap, DA, @, spécifiés x D
spécifié
6.5.4.2 Sensibilité spatiale non uniforme | v, Ap, OM ou &, spécifiés X
(s'il 'y a lieu)
6.5.5 Pour les dispositifs avec fibre
amorce: N
Sensibilité VR: Ap, DA, @ SPé ifiés/\ Sep\S X x D
soit Temps de commutation: dw i t, X
6.5.6.1 — Temps de croissance \ ; t X
PN pul t
— Temps de décroissance t / X
— Temps de retard (s'il y a lieu) f(on)
— Temps de stockage d(off)
tg X
soit Fréquence de coupure fe X
6.5.6.2
S—/
D s'ily alieu
2) Ternje et/ou synygle IM de.x
6.6 Inf \v
6.6.1 ( d'obscurité en fonction de la tension, a différentes
tempérs
6.6.2 ( i 3 capacité totale en fonction de la tension inverse
6.6.3 $ensibilitéxelative en fonction de la longueur d'onde

6.6.4 SensibittéTetative e fonctiomdetatemperature

6.6.5 Courbe ou facteur de réduction de la dissipation de puissance maximale

7 Photodiodes a avalanche avec ou sans fibre amorce

7.1 Type

Photodiode a avalanche a température ambiante ou de boitier spécifiée pour systemes ou
sous-systemes a fibres optiques.
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6.5 Electrical and optical characteristics

NOTE —The specified voltage V shall be the same for all the characteristics, unless otherwise stated.

Ref. Characteristics Conditions at Ty, OF Tease = 25 °C Letter Requirement
unless otherwise stated symbol Min. Max.
6.5.1.1 | Dark current VR specified, ®, = 0 lry M X
6.5.1.2 Dark current at high temperature | \/, specified, ®, = 0 | 2) «
Tamb OF Tease SPecified R(D)
6.5.2 Total capacitance VR, fspecified, ®, =0 Ciot X
6.5.3 Noise current VR, Ireeys fo, Ay, RL, Ap, AA In X
specified /
6.5.4 For devices without pigtail: (
6.5.4.1 Sensitivity along the specified Vr: Ap, BN, @, specified S x D
mechanical axis
6.5.4.2 Spatial uniformity of sensitivity Vr: Ap, BA or @, specified A X
(where appropriate)
6.5.5 For devices with pigtail:
Sensitivity Vrs Ap, DA, @ spe(}t’re'd\ D X x
either Switching time: X
6.5.6.1 — Rise time X
— Fall time X
— Delay times (where appropriate)
— Storage time X
or Cut-off frequency X
6.5.6.2
1) Whefe appropriate Q \/
2 Tern} and/or letter symbol sideratiqn
6.6 Su
6.6.1 1
6.6.2 1
6.6.3 H
6.6.4 Relative sen ity versus temperature

6.6.5 Derating curve or derating factor of maximum dissipation

7 Avalanche photodiodes (APDs) with or without pigtails

7.1 Type

Ambient-rated or case-rated avalanche photodiode for fibre optic systems or subsystems.
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7.2 Semiconducteur
7.2.1 Matériau

Si, Ge, InGaAs, etc.

7.2.2 Structure
7.3 Détails d'encombrement et d'encapsulation

7.3.1 Numeéro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d'encombrement.

7.3.2

7.3.3 |
borne et le boftier.

htre une

7.3.4 (Caractéristiques de l'accés optique: orientation relatiye a X i position
relative jaux axes mécaniques, surface, ouverture numeriqué

7.3.5 Ipformation sur la fibre amorce (s'il y a lig
connectgur, longueur.

ptection,

7.4 Valeurs limites (systéme des li
fopctionnement, sauf indication

7.4.1 H

7.4.2 1

7.43 1 ' hbiante ou de boitier, minimale et maximale (T,yp
oU Tgasd)-

7.4.4 1 hale par
rapport

7.4.5 Dissj puissance a une température ambiante ou de boftier de 25 °C
(Pyot) et ou facteur de réduction.

7.4.6 H 3 maximale sur la fibre amorce ou le cable, s'il y a lieu; dans la direction
de l'axe|deAafibre amorce d'entrée, ou du céble.

7.4.7 Courant inverse maximal (/g).

7.4.8 Courant direct maximal (/).
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7.2 Semiconductor
7.2.1 Material

Si, Ge, InGaAs, etc.

7.2.2 Structure
7.3 Details of outline and encapsulation

7.3.1 |EC and/or national reference number of outline drawing.

7.3.2

7.3.3 1
and the|case.

7.3.4 (Characteristics of the optical port: orientation relative_to
relative fo mechanical axes, area, numerical aperture.

ferminal

position

7.3.5 Ipformation on the pigtail fibre (where approfriate): e, kind of protection,

connectpr, length.

7.4 Limiting values (absolute maxi
unless otherwise stated

7.4.1 N

7.4.2 N

7.4.3 N or case temperatures (T yp OF Teasel)

7.4.4 Maximum@ 1g) (soldering time and minimum distance to| case to
be spec

7.45 N 4 G ssipa t ambient or case temperature of 25 °C (Py,;) and derating
curve o

7.4.6 Maxi N arce for pigtail (fibre or cable), where appropriate, in the directign of the

axis of f

7.4.7 Maximum reverse current (/g).

7.4.8 Maximum forward current (/g).
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VR doit étre le méme pour toutes les caracteéristiques: il doit étre égal a 0,9 fois la valeur de
V(gr) mesurée individuellement, sauf spécification contraire.

Réf. Caractéristiques Condition a Ty OU Tase = 25 °C | Symboles Exigences
sauf indication contraire
7.5.1 Tension de claquage E.ou @ =0, VieR) Min. Max.
Ir spécifié
7.5.2.1 Courant inverse d'obscurité E, ou @, =0, In 1) Max.
(Note 1) Vi spécifié
7.5.2.2 | Courant inverse d'obscurité E.ou @, =0, Ix 2 Max.
(Note 2) Vi spécifié (
T = Tamp Max. ou T zge Max. /\
7.5.3.1 | Sensibilité (Note 1) Vr1 (Note 2), @q, App, AN spécifig S Max.
Note 1)
7.5.3.2 | Sensibilité (Note 2) VR: @, Ap, AN spécifiés S? Max.
\ Note 2)
7.5.4 Facteur de multiplication Vi1 (Note 2), A, y(me,s\péc\i}é\\ \% Min
7.5.5 Capacité totale E.ou @ = o%&sécyiés \QQ Max.
A
7.5.6.1 Temps d'établissement et temps
de coupure ergétique/devpointe ton Max.
boss Max.
7.5.6.2 Fréquence de coupure en petits Ry AN, Qg ifiés fe Min.
signaux T\
7.5.7 Facteur d'exces de W\‘%&NM \/;\,}O, Ap» DA, M, Fe Max.
fo, sspécifié
N L P
7.5.8 Courant de bruit Q'il\y/a\@\)\ Np\% f, Afy spécifiés I Max.
NOTE 1 - S'ily aﬁiu)
NOTE 2 - VR, doit étreCune valeux faib in I'effet de multiplication soit négligeable, ou étre la tengion a
laquelle]le dispositi%\a jonctien complétement désertée et a atteint sa vitesse nominale.
7.6 Inf
7.6.1 (
7.6.2 (
7.6.3 Ce
7.6.4 Courbe du facteur de multiplication en fonction de la tension inverse a différentes
températures.

7.6.5 Courbe du courant inverse d'obscurité en fonction de la tension inverse a différentes
températures.

7.6.6 Position de la surface sensible par référence au boitier (sans fibre amorce).

7.6.7 Courbe du facteur d'excés de bruit en fonction de la tension inverse (s'il y a lieu).

7.6.8 Courbe du courant de bruit en fonction de la tension inverse (s'il y a lieu).
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7.5 Electrical and optical characteristics

VR shall be the same for all characteristics; it shall be equal to 0,9 of the individually measured
value of V(gg), unless otherwise specified.

Ref. Characteristics Conditions at T,y O Tease = 25 °C | Symbols Requirement
unless otherwise stated

7.5.1 Breakdown voltage Eoor @, =0, VieR) Min. Max.
Ir specified
7521 Reverse dark current (Note 1) E,or @, =0, IV Max.
VR specified
7.5.2.2 Reversedarkcurrent(itote2) Eg OT Qg — O, ;R 2) Max.
VR specified
T = Tamp Max. or T ase Max.
7.5.3.1 | Sensitivity (Note 1) Vi1 (Note 2), @e, App, AX specified D in. Max.
}Note 1)
7.5.3.2 Sensitivity (Note 2) VR: @e, Ap, DX specified S M. Max.
(Note 2)

7.5.4 Multiplication factor Vi1 (Note 2), Ay, AX, cpeépegiM\ N > Min.

7.5.5 Total capacitance Ee OF @ = 0; Vg, f/(pecifig\ \Qot Max.

7.5.6.1 Turn-on time and turn-off time

ton Max.
"t Max.
7.5.6.2 Small signal cut-off frequency fe Min.

7.5.7 Excess noise factor =1 (Note 2)) \/R,wo,m AX, M, fy, Fe Max.
Ny, s@gd

7.5.8 Noise current (where prMate) Mm\\% AMecified In Max.
N
\/

NOTE 1 — Where approprjat

NOTE 4 — VR, sho e axsmall value\at which™egligible carrier multiplication takes place, or the volfage at
which the device is\fully’degleted and hadachieyed\ts rated speed.

7.6 Su

7.6.1 C

7.6.2 C

7.6.3 Curve’of capacitance versus reverse voltage.

7.6.4 Curve of multiplication factor versus reverse voltage at different temperatures.
7.6.5 Curve of reverse dark current versus reverse voltage at different temperatures.
7.6.6 Location of sensitive area by reference to the package (without pigtail).

7.6.7 Curve of excess noise factor versus reverse voltage (where appropriate).

7.6.8 Curve of noise current versus reverse voltage (where appropriate).



https://iecnorm.com/api/?name=e82ee595b9da7eecb81be392e722502e

-32- 62007-1 © CEI:1997

8 Modules PIN-FET pour les systémes ou sous-systémes a fibres optiques

8.1 Type

Modules PIN-FET mesurés a la température ambiante ou a la température du boftier pour les
systémes ou sous-systéemes a fibres optiques. Les éléments de base du module PIN-FET sont
les suivants:

une photodiode PIN;
des FET (transistors a effet de champ);
un circuit d’amplification (s’il y a lieu);

8.2 Maltériau semiconducteur
— Photpdiode PIN: Si, Ge, InGaAs, etc.

- FET:
— Circd

8.3 Structure
Photpdiode PIN: Mesa, planaire, etc

- FET:

— Infornations concernant le couplage des fi type~eonique, a couplage de

etc.

— Infornations concernan ircuit: g , transimpédance, largeur de

etc.
— Infor

8.4 Dé
— Num
— Méth

etle

— Carapté

rapp

— Infor
longy

— Infor

une ﬂibre amorce, des connecteurs de fibre amorce, des réceptacles (hoitier connéc

GaAs, Si, etc.
it d’amplification: GaAs, Si, etc.

JFET, HEMT, etc.

ails d’'e
Bro CEl et/o 9 y référence du dessin d’encombrement

mationssconcexnant la fibre amorce: type de fibre, type de protection, conne
eur

orise).

entilles,
bande,

), etc.

e borne
tion par

cteur et

Mmations concernant le connecteur/le rérnlnfnrlr-\
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8 PIN-FET modules for fibre optic systems or subsystems

8.1 Type

Ambient-rated or case-rated PIN-FET modules for fibre optic systems or subsystems.

The PIN-FET module consists of the following basic parts:

— PIN photodiode;
— FETs;

— amplifier circuit (where appropriate):

— fibre [pigtail, pigtail connectors, receptacles (connecterized package).

8.2 Semiconductor material

— PIN photodiode: Si, Ge, InGaAs, etc.
— FET:|GaAs, Si, etc.
— Amplifier circuit: GaAs, Si, etc.

8.3 Structure

— PIN photodiode: Mesa, planar, etc.
— FET:JFET, HEMT, etc.

— Inforation on the fibre coupling: taper t
— Inforpation on the circyit:™Migh impedanc

— Inforpnation on the p

8.4 De

— Informdtion on th& connector/receptacle.

nal and

lative to
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8.5 Valeurs limites (valeurs maximales absolues) dans la gamme de températures de
fonctionnement, sauf indication contraire
Référence Caractéristiques Symbole Exigences Unité
littéral Min. Max.
8.5.1 Température de stockage Tstg X X °C
soit 8.5.2.1 Température ambiante Tamb X X °C
soit 8.5.2.2 Température du boitier Tcase X X °C
8.5.3 Température de soudage au temps maximal de soudage Tsid X °C
et a la distance minimale spécifiée par rapport au boitier
8.5.4 Tensions d’alimentation aux baornes qpé(‘ifir—"-pq V2 “pp //1\ X \Y
8.5.5 Flux énergétique au niveau de I'acces optique Pe \& X mW (W)
YN
8.5.6 Rayon de courbure de la fibre amorce (a la distance r mm(cm)
spécifiée par rapport au bottier)
8.5.7 Chocs /\ \ X mis?, s
8.5.8 Vibrations \ NS \ X mi/s?, Hz
8.5.9 Résistance a la traction le long de I'axe du céble: N \ \)
8.5.9.1 Structure lache
- Résistance a la traction sur la fibre E " N
- Résistance a la traction sur la cable X N
8.5.9.2 Structure serrée 3
- Résistance a la traction surNe cable F X N
8.6 Copditions de fonctigrineqment a @auf indication contraire
N
Référepce aractéristigues Symbole Exigences Unité
littéral Min. Max
8.6.1 Te@d’a Imentation spécifie SM numéro de Vsupp X X \
borne
A4
8.6.2 Cour limertatiog(a Tam %x.) spécifié par le Isupp X mA
num&ro rne
8.6.3 /F{é'@st\a}\ce\@ }h{rg% RL X Q
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8.5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

Reference Characteristics Letter Requirements Unit
symbol Min. Max.

8.5.1 Storage temperature Tstg X X °C

Either 8.5.2.1 | Operating ambient temperature Tamb X X °C

or 8.5.2.2 Operating case temperature Tcase X X °C

8.5.3 Soldering temperature at maximum soldering time and Tsid X °C
minimum distance to case specified

8.5.4 Supply voltages at specified terminals Vsupp X X Y,

8.5.5 Radiant power at optical port Pe ( X mW (W)

8.5.6 Bend radius of pigtail (at specified distance from the r o mm(cm)
case) /\ Q

8.5.7 Shock Y m/s?, s

8.5.8 Vibration \ X m/s?, Hz

8.5.9 Tensile force along cable axis:

8.5.9.1 Untight structure \>
— Tensile force on fibre
— Tensile force on cable

8.5.9.2 Tight s_tructure
- Tensile force on cable

it 4

8.6 Opkrating conditions at Tamb = E\Iesﬁg epwise stated

Referepce h racter t| Letter Requirements Unit
symbol Min. Max

8.6.1 Supply voltégem\:ﬁ\\de b§\\m\na\mber Vsupp X X Y,

8.6.2 Iy c rre%t\ &\a&)s My terminal Isupp X mA
numb

8.6.3 Load/er\ anc RL X Q
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Conditions a Tamb Symbole Exigences
Référence Caractéristiques ou Tcase = 25 °C, littéral Min. Max. Unité
sauf indication contraire
8.7.1 Puissance minimale détectable |a) Ap, A, fmg, B et C/N spécifiés ®ep X dBm
ou
b) Ap, AA, débit binaire, forme du
signal et taux d’erreurs spécifiés
8.7.2 Densité de bruit en sortie RL, fm, B, ®e spécifiés Pno, A X W/Hz
Ap, AN spécifiés
8.7.3.1 Densité de bruit en basse RL, fm, B, A\p et A\ spécifiés, Pno, A X W/Hz
fréquence ®e =0
et e LE
8.7.3.2 Fréquence de remontée Ru, fm, B, Ap et AX spécifiés, £l X Hz
(De =0
8.7.4.1 Sensibilité (pour le module) Ap, AN, ®e, RL spécifiés \Q& \ VIW
et
8.7.4.2 Sensibilité (pour la photodiode | A, AN, ®e spécifié XR AIW
PIN seulement) (s’il y a lieu) /eg\
8.7.5 Réponse en fréquence Ap, DA, De, RL spéCifié W X
freth spécifi(f\ AN
soit Temps de commutation: N\
8.7.6.1 .
— Temps de croissance X ns
— Temps de décroissance X ns
soit
8.7.6.2 Fréquence de coup X MHz
<w\ (] (GH2)
AN
8.7.7 Tension résiduplle (E«LQ/ a\heu()_{p,ma sﬁ)éciﬁés Vot X X v
8.7.8 Courant ¢’obscuritep VR spécitié, ®e = 0 IR X nA
photodjgdeNPIN)(s'il y adie
8.8 Inf
— Send|i
— Varigh
— Infor
9 Mogdules’a diodés laser pour le pompage d'un amplificateur a fibres optique

9.1 Type

Les éléments de base du module a diode laser sont les suivants:

— diode laser;

— fibre amorce (s’il y a lieu);

— lentilles (s’il y a lieu);

— photodiode (s'il y a lieu);

— capteur de température (s'il y a lieu);

— élément Peltier (s’il y a lieu);

— isolateur (s'il y a lieu).
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8.7 Electrical and optical characteristics

Conditions at Tamb Letter Requirements
Reference Characteristics or Tcase = 25 °C, symbol Min. Max. Unit
unless otherwise stated
8.7.1 Minimum detectable power a) Ap, AN, fme, B and C/N ®DeD X dBm
specified
or
b) Ap, AA, bit rate, signal pattern
and bit error rate specified
8.7.2 Output noise power density RL, fm, B, ®e specified Pno, A X W/Hz
Ap, AX specified
8.7.3.1 Low frequency output noise RL, fn, B, \p and A\ specified, Pno, A X W/Hz
d t —
power density ®e =0 Ir
and RL, fm, B, Ap and A\ specified fol ) X Hz
8.7.3.2 Corner frequency Ly fm, B, Ap @ Specitied, co
@ = 0 AN
8.7.4.1 Responsivity (for module) Ap, AA, De, Ry specified D X VIW
and
8.7.4.2 Responsivity (for PIN VR, Ap, AA, ®e specified D X AIW
photodiode only) (where
appropriate)
8.7.5 Frequency response flatness Ap, AN, @e, RL spedified w X
fi and f2 specwe\d N
Either Switching time: \>
8.7.6.1 — Rise time L spegifie tr X ns
— Fall time tf X ns
or
8.7.6.2 Cut-off frequency A, AN, RL ifi fe X MHz
(GHz)
8.7.7 Offset voltage (whére , M specifted Voif X X \Y
appropriate) N
X nA

8.7.8 Dark current (RINNphqtodiode spesjfieth—P< = 0 IR
only) (Wry\re appropfia

8.8 Su

Relati

Typid
Infor

9 Lasgrdiode modules for pumping an optical fibre amplifier

9.1 Type
The laser module consists of the following basic parts;

— laser diode;

— fibre pigtail (where appropriate);

— lenses (where appropriate);

— photodiode (where appropriate);

— thermal sensor (where appropriate);
— Peltier element (where appropriate);
— isolator (where appropriate).
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9.2 Matériau semiconducteur

Diode laser: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.
Photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.
Capteur de température: E s'ily a lieu

Elément Peltier:

9.3 Structure

Diode laser: guidage par gain, guidage par indice, réseau a contre-réaction distribuée, guide

d’'ondes a nervure, BH, etc.

9.4 Détails d’encombrement et d’encapsulation

— Numegro CEIl et/ou numéro national de référence du dessin d’encq
- Méthppde d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre

- ldenfffication des bornes et indication d’'une connexion él i - le entre urn
et le poftier

— Caraltéristiques de I'accés optique: orientation pa
rapp¢rt a I'axe mécanique, zone, ouverture numeérfque

e borne

tion par

- Infornations concernant la fibre amarce: R cteur et

longyeur
- Informations concernant la dissipatio

9.5 Valeurs limites (valeugs maximal
fopctionnement, sauf indi

N ~
Référgnce Carastéristique Symbole Exigences Unité
(x littéral Min. M3x.

COI‘](M)S g¢nefales \)
9.5.1 ge Tstg X °c
9.5.2 5 de, fonttionnement du boitier Tcase X °C
9.5.3 nctidnnement de I'embase (s'il y a lieu) Tsub X °C
9.5.4 ure de\soudage a la durée maximale de soudage Tsid °C

i inimale spécifiée par rapport au boitier
9.5.5 n de gourbure de la fibre amorce (a la distance r X mm (cm)
iée Par rapport au boitier)

9.5.6 m/s2, s
9.5.7 Vibrations X m/s2, Hz
9.5.8 Résistance a la traction le long de I'axe du céable
9.5.8.1 Structure lache

- Résistance a la traction sur la fibre F X N

— Résistance a la traction sur le cable F X N
9.5.8.2 Structure serrée

- Résistance a la traction sur le cable F X N

Diode laser
9.5.9 Tension inverse VR X \%
9.5.10 Courant direct continu Ie X mA
9.5.11 Flux énergétique continu De X mwW
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9.2 Semiconductor material

Laser diode: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.
Photodiode: Ge, Si, InGaAs, etc.

Thermal sensor: 0 where appropriate
Peltier element: O

9.3 Structure

Laser diode: gain guided, index guided, distributed feedback, ridge waveguide, BH, etc.

9.4 Details of outline and encapsulation

- IEC elmd/or national reference number of the outline drawing
— Methpd of encapsulation: glass/metal/plastic/other

— Terntinal identification and indication of any electrical connection b hal and
the cpse

— Charpcteristics of the optical port: orientation relative to lative to

mechanical axis, area, numerical aperture
— Inforation on the pigtail fibre: type of fibre, kind of
— Inforpnation on the heatsinking of the package

9.5 Limiting values (absolute maximgm systém) oyer the o
unfless otherwise stated

1§ temperature rangg

Refergnce Charact{s?t‘ics w Letter Requirements Unit
(\ symbol Min. M4x.
General conditions \5
9.5.1 Storage tem Tstg X °C
9.5.2 Operating case Ye Tcase X °C
9.5.3 re appropriate) Tsub X °C
9.5.4 Sold_er' y . Ha soldering time and at Tsid °C
9.5.5 i \ pécified distance from the case) r X mm (cm)
9.5.6 m/s2, s
9.5.7 Q m/s2, Hz
9.5.8
9.5.8.1
force on fibre F N
- tensile force on cable F N
9.5.8.2 Tight structure
- Tensile force on cable F X N
Laser diode Y
9.5.9 Reverse voltage VR X \%
9.5.10 Continuous forward current Ir X mA
9.5.11 Continuous radiant power Pe X mw
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Référence Caractéristiques Symbole Exigences Unité

littéral Min. Max.

Photodiode (s'il y a lieu)
9.5.12 Tension inverse VR X \%

9.5.13 Courant direct Ie X mA

Capteur de température (s'’il y a lieu)

soit 9.5.14.1 |Dissipation P X w
soit 9.5.14.2 Tension d'alimentation Veupp \Y
Elément de refroidissement (s'il y a lieu) \
9.5.15 Courant en conditions de refroidissement et de chauffage l A
D popr les modules laser sans refroidisseur Peltier, la courbe de réduction le\fabteur-de rédyftion doit étre
dopné pour un des parametres de 9.5.10 a 9.5.13.
Pour I¢s modules laser avec refroidisseur Peltier, Tsup = 25 °C. <\ \
9.6 Calactéristiques électriques et optiques (\ /\
Exigences
Référence Caractéristiques Symbole Unité
littéral
Min. Max.
Diode laser \(
9.6.1 Tension directe VF X \
9.6.2.1 Cour{}'rec ifié I 1) X mA
9.6.2.2 Coure}n i ute spesifié, Tcase = Tcase, Max. IF 2) X mA
9.6.3 I(TH) X X mA
9.6.4 ®e ou Alr spécifié Nd X X m
(AIF = Ir = IThy)
9.6.5
9.6.5.1 ®e ou Alr spécifié, condition de Ap X X nm
fonctionnement continu
soit 9.6.%. [argeur spectrale ®e ou Alr spécifié, condition de AArms X nm
guadratigue moyenne fonctionnement continu
soit 9.6.5.3 |Largeur spectrale a mi- ®e ou Alr spécifié, condition de AN X nm
hauteur fonctionnement continu
9.6.5.4 Glissement spectral en Al D, AlE 2 ou de Y, AAc X nm/mA
fonct'ion dg courant ou du ®e 2, spécifié ou A\, X nm/mw
flux énergétique
9.6.5.5 Glissement spectral en Tease ), Tcase 2 spécifié ANT X nm/°C
fonction de la température |, oy Al spécifié
(module laser avec
refroidisseur)
9.6.5.6 Glissement spectral en Tamb Y, Tamb ? ou Tease V), ANt X nm/°C
foncton de 12 1EMPETAUe. | T, 2 specite
refroidisseur) ®e ou Alr specifie
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Reference Characteristics Letter Requirements Unit
symbol Min. Max.
Photodiode (where appropriate)
9.5.12 Reverse voltage VR X \%
9.5.13 Forward current IF X mA
Thermal sensor (where appropriate)
Either Dissipation P X \W
9.5.14.1
or 9.5.14.2 Supply voltage Vsupp X \%
TTeTITa eteTric CooeT (WHETE appropriate)
9.5.15 Cooler current under cooling and heating Ip /\\ . A
D Fol laser module without Peltier cooler, the derating curve or derating factar“shall \oe 'ven\igr one of the
pafameters of 9.5.10 to 9.5.13.
2)  Fof laser module with Peltier cooler, Tsup = 25 °C.

9.6 Elgctrical and optical characteristics

Requirementp
Reference Characteristics tter Unit
symbol
Min. Max.
Laser diode
9.6.1 Forward voltage VE X \
9.6.2.1 Ir 1) X mA
9.6.2.2 Ir 2) X mA
9.6.3 I(TH) X X mA
9.6.4 ®e/or Alr specified Nd X X m
Ir = Ir = I(TH))
9.6.5
9.6.5.1 ®e or Alr specified, Ap X X nm
CW condition
Either
9.6.5.2 ¢ ®e or Alr specified, AArms X nm
bandwidt CW condition
or 9.6.5.3 Spectratradiation We Or AlE Specified; JAV,Y X nm
bandwidth (FWHM) CW condition
9.6.5.4 Spectral shift with current  [A/ D, Alr 2 or ®e V), Ahc X nm/mA
or radiant power ®e 2), specified or A\p nm/mw
X
9.6.5.5 Spectral shift with Tease V), Tcase 2 specified ANT X nm/°C
temperature (for laser .
module with cooler) ®e or Al specified
9.6.5.6 Spectral shift with Tamb Y, Tamb 2) or Tcase V), AT X nm/°C
temperature (for laser Tcase 2) specified
module with cooler) ®e or AIF specified
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Conditions a Tsup = 25 °C Exigences
Référence Caractéristiques pour les modules laser a Symbole Unité
refroidisseur Peltier, littéral
Tamb OU Tcase = 25 °C pour les Min. Max.
modules laser sans refroidisseur
Peltier, sauf indication contraire
Photodiode de commande (s'il y a lieu)
9.6.6 Courant d’obscurité ®e = 0, Vg spécifié Ir(D) X HA
9.6.7 Courant de contrdle ®e ou Alr spécifié, IrR(M) X X mA
Vg spécifié
9.6.8.1 Rapport de controle 1) ®e ou Alr, VR spécifié Egq \ X
Gamme de températures:
25°C a T(;ase, min. ou Tamb, min.
9.6.8.2 Rapport de contrdle 2) ®e ou Al, et Vg spécifié EQ
Gamme de températures:
25°Ca Tcase, max. ou Tamb,
N
Thermistance (s’il y a lieu) \ \/
9.6.9 Résistance X X Q
9.6.10 Pente de la résistance >/R X X
Elément Peltier (s’il y a lieu)
9.6.11 Courant Peltier IpE X A
9.6.12 Tension Peltjer VPE X \%
1 En fonctionnement}\@inu\,\%}f\m(}}um@/
9.7 Inf entaires
— Duré a la température de bofitier spécifiée et a la puissance de sortie
spécffiée
— Courpntdirect continu de la diode laser correspondant a ®eogo
NOTE - Wsoo estta vateur de—flux €nergetigue du composant taser de tembase. EffeestTepresentative de la

performance et de la fiabilité des appareils utilisant la méme technologie, et soumise aux mémes procédures
d’assurance de la qualité.

de refroidissement (s'il y a lieu)

sans refroidisseur)

9.8 Danger

Voir CEl 60825.

Temps de réponse de la température de la thermistance jusqu’au changement de courant

Résistance thermique entre la jonction & diodes laser et le boitier (pour le module laser
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o Conditions at Tsupb = 25 °C
Reference Characteristics for laser modules with Letter Regquirements Unit
Peltier cooler, symbol
Tamb Or Tcase = 25 °C for laser Min. Max.
module without Peltier cooler,
unless otherwise specified
Monitor photodiode (where appropriate)
9.6.6 Dark current ®e = 0, VR specified Ir(D) X HA
9.6.7 Monitor current ®e or Alr specified, IrR(M) X X mA
Vg specified
9.6.8.1 Tracking error 1) ®e or Alr, VR specified, = \( X
Temperature range: <
25 °C to Tcase, min. or
Tamb, Min. \/
9.6.8.2 Tracking error 2) ®e or Alr, and VR specified R X
Temperature range:
25 °C to Tcase, max. or
Tamb, Max.
Thermistor (where appropriate)
9.6.9 Resistance Thermistor curre X X Q
9.6.10 Slope of resistance X X
Peltier element (where appropri
9.6.11 Peltier current IpE X A
9.6.12 Peltier volta VPE X Y,
1) CW-operation; 2)\;7(/%\ on
9.7 Su ion
— Medign li Brspecified case temperature at specified output power
- DCf e laser diode corresponding to ®eoo
NOTE - fPeoo (is jthe Tadiarit power value of the laser chip on submount, representative of the performlance and
reliability |of\devices manufactured using the same technology and submitted to the same quality §ssurance
procedurds

— Response time of the thermistor temperature with respect to the change of cooler current
(where appropriate)

— Thermal resistance between laser diode junction and case (for the laser module without
cooler)

9.8 Hazard

See |[EC 60825.
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10 Modules a diodes laser pour les systémes ou sous-systémes de
transmission analogique par fibres optiques

10.1 Type

Les éléments de base du module a diodes laser sont les suivants:

— diode laser;
— fibre amorce (s’il y a lieu);
— photodiode (s’il y a lieu);

— capteurde-temperature{sy-atew):
— élémpnt Peltier(s'il y a lieu);
— isolateur (s'il y a lieu).

10.2 Mlatériau semiconducteur

Diode Igser: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGa#A
Photodipde: Ge, Si, InGaAs, etc.
Capteurde température:
Elément Peltier:

10.3 Sfructure

Diode Idser: réseau a contre-réaction de Brag réparti, etc.

104 D

- Num ationa ence du dessin d’encombrement

- Méth

etle

— Caraftérist sptique: orientation par rapport a I'axe mécanique, pos

rapp

- Infor
longy

- Informations concernant la dissipation thermique du boitier

la fibore amorce: type de fibre, type de protection, con

e borne

tion par

hecteur,
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10 Laser diode modules for fibre optic analogue transmission systems
or subsystems

10.1 Type
The laser diode module consists of the following basic parts:

— laser diode;
— fibre pigtail (where appropriate);
— photodiode (where appropriate);

- therrIal sensor-{whereapproptiate):
— Pelti
— isolator (where apppropriate).

r element (where appropriate);

10.2 Semiconductor material

Laser diode: GaAs, GaAlAs, InGaAs, InGaAsP, InP
Photodipde: Ge, Si, InGaAs, etc.
Thermal| sensor:

Peltier glement:

10.3 Sfructure

Laserd

104 D

— Meth

— Term
the c

— Char
mech

— Infor
— Infor

nal and

lative to
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10.5 Valeurs limites (valeurs maximales absolues) dans la gamme de températures
de fonctionnement, sauf indication contraire
Référence Caractéristiques Symbole Exigences Unité
littéral Min. Max.
Conditions générales
10.5.1 Température de stockage Tstg X X °C
10.5.2 Température de fonctionnement de boitier Tcase X X °C
10.5.3 Température de fonctionnement de 'embase Tsub X X °C
(s'il'y a lieu)
10.5.4 Température de soudage A la durée maximale Totg X °C
de soudage et distance minimale spécifiée par
rapport au boitier
10.5.5 Rayon de courbure de la fibre amorce r X Q mm(cm)
(a la distance spécifiée par rapport au bottier)
10.5.6 Chocs m/s2, s
10.5.7 Vibrations X m/s2, Hz
10.5.8 Résistance a la traction le long de I'axe du cable
10.5.8.1 Structure lache F\\
— Résistance a la traction sur la fibre X N
— Résistance a la traction sur le cable F X N
10.5.8.2 Structure serrée Q
— Résistance a la traction su€ le cable ]\/ X N
Diode laser Y \_/
10.5.9 Tension inverse VR X \
10.5.10 Courant direct coqtinu Q Ir X mA
10.5.11 Flux énergétiqiie contin ®e X mW
10.5.12 ESD (HBM (\ X \Y;
Photodiod i } \>
10.5.13 Te VR X v
10.5.14 Coura Ir X mA
10.5.15 ESD\(H X \%
CW empérature (s'il y a lieu)
soit 10.5/ 16> issipati Prot X
soit 10.5@ M’ne tation Vsupp X \%
oidisseur Peltier (s'il y a lieu)
10.5.17 CourantPeltier en conditions de refroidissement et Ipe X A
de chauffage

1)

donné pour un des paramétres de 10.5.10 a 10.5.13.
Pour les modules laser avec refroidisseur Peltier, Tsup = 25 °C.

Pour les deux polarités.

Pour les modules laser sans refroidisseur Peltier, la courbe de réduction ou le facteur de réduction doit étre



https://iecnorm.com/api/?name=e82ee595b9da7eecb81be392e722502e

62007-1 © IEC:1997

—47 -

10.5 Limiting values (absolute maximum system) over the operating temperature range,
unless otherwise stated

Reference Characteristics Letter Requirements Unit
symbol Min. Max.
General conditions
10.5.1 Storage temperature Tstg X X °C
10.5.2 Operating case temperature Tcase X X °C
10.5.3 Operating submount temperature Tsub X X °C
(where appropriate)
10.5.4 Saldering temperature at maximum soldering time Totg X °C
and minimum distance to case specified
10.5.5 Bend radius of pigtail (at specified distance from r X mm(cm)
the case) Q
10.5.6 Shock m/s2, s
10.5.7 Vibration m/s2, Hz
10.5.8 Tensile force along cable axis
10.5.8.1 Untight structure
— Tensile force on fibre F X N
— Tensile force on cable X N
10.5.8.2 Tight structure F\
— Tensile force on cable (}) . X N
Laser diode \7/
10.5.9 Reverse voltage R X \
10.5.10 Continuous forward current Ir X mA
10.5.11 Continuous radiantpow: Q [0 X mwW
10.5.12 ESD (HBM}\Z) X v
Photodiode (w ropkate
10.5.13 Re@vol ge VR X \
10.5.14 Forward e Ir X mA
10.5.15 ESD (A8 2 X %
ermal senseg(w re\appn{priate)
Either
10.5.16.1 issipati Prtot X
or 10.5.]Q%&N{ge Vsupp X \%
Wer (where appropriate)
10.5.17 Peltier rent under cooling and heating IpE X A
Y FokHasermrodute-withowi-Peltercooter—the-derating-etrve-oi—derating—factorshal-be-giventferone of the
following parameters of 10.5.10 to 10.5.13.
For laser module with Peltier cooler, Tsup = 25 °C.
2 Both polarities.
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Conditions a Tsyp = 25 °C

Référence Caractéristiques pour les modules laser & Symbole Exigences Unité
refroidisseur Peltier, littéral
Tamb OU Tcase = 25 °C pour les ]
modules laser sans refroidisseur Min. | Max.
Peltier, sauf indication contraire
Diode laser
10.6.1 Tension directe ®e ou IF spécifiés v X \
10.6.2 Courant de seuil I(TH) X X mA
10.6.3 Courant direct au-dessus ®e spécifié = X mA
dircarl
10.6.4 Rendement différentiel ®e ou Alr spécifiés Nd X X mW/mA
10.6.5.1| |Longueur d’onde d'émission |®e ou Alr spécifiés, condition de X \ nm(um)
de pointe fonctionnement continu \/
10.6.5.2| [Largeur de raie & -3 dB (s'il y |®e ou Alr spécifiés, condition de ) X MHz
a lieu) fonctionnement continu
10.6.5.3 Taux de réjection des modes |de ou Alr spécifiés, conditidr_de S X X dB
latéraux fonctionnement continu
10.6.6 Fluctuation de modulation o X nm/mA
> (nm/mW)
10.6.7 Paramétre Sy1 So1 X X
10.6.8 Bruit relatif en intensité RIN X dB/Hz
10.6.9 Distorsion composi CSOo X dBc
second ordre
10.6.10 Composite & tr CTB X dBc
10.6.11.1 |Distorsion d’'inferm IM2 X dB
a deux 10
(s'il'y a
10.6.11.2 [Distorsion IM3 X dB
a deux t
ordre (s\| y
10.6.12 Ré{(e}ha% ®e (entrée) et Ap spécifiés RL X dB
< i e& co ma}d{(s’il y a lieu)
10.6.13 ®e = 0, Vg spécifiés IR(D) X nA
10.6.14 mande ®e 0u Alr spécifiés, Vr spécifié IR(M) X X mA
10.6.15.1 {Erreur de piste ®e ou Alr, VR spécifiés Eq, X dB
. Gamme de températures:
(eo = Thim.) 25°C a T(;ase, min. ou Tamb, min.
10.6.15.2 |[Erreur de piste ®e ou Alf, et Vg spécifiés Eq, X dB
25 Gamme de températures:
(25 ~ max.) 25 °C & Tcase, Max. ou Tamp, Max.
10.6.16 Capacité totale ®e = 0, fréquence et Vr spécifiés Ctot X pF

Y Alr est défini comme Al = I - Ierh
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10.6 Electrical and optical characteristics

Conditions at Tsup = 25 °C

Reference Characteristics for laser module Letter Requirements Unit
with Peltier cooler, symbol
Tamb Or Tcase = 25 °C for laser )
module without Peltier cooler, Min. | Max.
unless otherwise stated
Laser diode
10.6.1 Forward voltage ®e or Ir specified v X \4
10.6.2 Threshold current I(TH) X X mA
10.6.3 Forward current above ®e specified = X mA
threshold
10.6.4 Differential efficiency ®e or Alr specified Nd X X mW/mA
10.6.5.1 Peak emission wavelength ®e or Alr specified, X \ nm(pum)
CW condition \/
10.6.5.2| |Spectrum linewidth at -3 dB | ®e or Al specified MHz
(where appropriate) CW condition
10.6.5.3 Sidemode suppression ratio |®e or Alr specified, R X X dB
CW condition
10.6.6 Modulation chirp ®e or Alr specified, o X nm/mA
modulation conditio (nm/mw)
10.6.7 S»1 parameter >521 X X
10.6.8 Relative intensity noise RIN X dB/Hz
10.6.9 Composite second order CSO X dBc
distortion
10.6.10 Composite triple bea CTB X dBc
10.6.11.1 |Two-tone second IM2 X dB
10.6.11.2 > IM3 X dB
10.6.12 n ®e (input) and Ap specified RL X dB
onjtor Mio e (Mappropriate)
10.6.13 < ®e = 0, VR specified IR(D) X nA
10.6.14 ®e or Alr specified, Vr specified IR(m) X X mA
10.6.15.1 ®e or Alr, VR specified Eps X dB
e in Temperature range:
N 25 "L al lcase MIN. OF Tamp MIN.
10.6.15.2 |Tracking error ®e or Alr, et Vg specified Eg, X dB
Temperature range:
(25 — max.) 25 °C at Tcase Max. or Tamb Max.
10.6.16 Total capacitance ®e = 0, frequency and Vr specified Ctot X pF

1) Al.is defined as Al = I - I(TH)
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Conditions a Tsyp = 25 °C

refroidisseur Peltier, littéral

Référence Caractéristiques pour les modules laser & Symbole Exigences Unité

Tamb OU Tcase = 25 °C pour les ]
modules laser sans refroidisseur Min.
Peltier, sauf indication contraire

Max.

Thermistance (s’il y a lieu)

10.6.19 Courant Peltier ®e ou Alg, spécifié /
Gamme de températures:
Tcase, min. ou Tcase, Max.

10.6.20 Tension Peltier ®e ou AlF, spécifié, P
Gamme de températures:
Tcase, min. ou Tcase, Mmax.

10.6.21 Différence de température Courant Peltier et tensjemn spécifiés
entre Tcase €t Tsub Condition de fonctioniement laser.

10.6.17 Résistance Courant de la thermistance /,_ R X X Q
spécifié

10.6.18 Pente de la résistance Courant de la thermistance /,_ AR/R X X
spécifié
Gamme de températures:
Tsub 1), Tsub 2)

Elément Peltier (s’il y a lieu)
X A

)
1) En fpnctionnement continu; 2 En modulation. (\\// /X
N U,

10.7 Infformations supplémentaires

— Durép de vie moyenne 2
spéclfiée

— Courpnt direct conti

NOTE - [Peoo €est la
performarce et de Ya
d’assurance de la quahite.
— Tem 5

refro

— Rési$
sans

108 D

Se référler aNa CE|60825.

e sortie

ive de la
océdures

rant de

le laser

11 Réseaux de diodes électroluminescentes pour les systémes ou sous-
systémes a fibres optiques

11.1 Type

Diodes électroluminescentes ou émettrices en infrarouge avec ou sans fibre optique amorce

pour les systéemes ou sous-systémes a fibres optiques.

11.2 Matériau semiconducteur

GaAs, AlGaAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.
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Conditions at Tsup = 25 °C
Reference Characteristics for laser module Letter Requirements Unit
with Peltier cooler, symbol
Tamb OF Tcase = 25 °C for laser _
module without Peltier cooler, Min. [ Max.
unless otherwise stated
Thermal sensor (where appropriate)
10.6.17 Resistance Thermistor current /. specified R X X Q
10.6.18 Slope of resistance Thermistor current /. specified AR/R X X
Temperature range:
Tsub 1), Tsub 2)
Peltier element (where appropriate)
10.6.19 Peitrercurrent We OT ATF, SPeCiied, 1PE X A
Temperature range:
Tcase min. or T(;ase max.
10.6.20 Peltier voltage ®e or Alr, specified, P X \
Temperature range: \/
Tcase min. or T(;ase max.
10.6.21 Temperature difference Peltier current and voltage ATp X °C
between Tcase and Ty specified
Laser operating condition
1) cw-operation; 2 In modulation. / \
10.7 Sppplementary information
— Medipn life under specified case temperature ied output power
— DC forward current of the laser diode con' 0’ Pego
NOTE - fb.o, is the radiant po 8 asenthip on sbmount, representative of the performance and
reliability |of devices manufactur arpetechnolpgy and submitted to the same quality assurance
procedurds.
— Resgonse timg"ef tf 1ist amperatiire with respect to the change of coolen current
(whefe approp
— Thermal resistgn diode junction and case (for the laser [module
withqut cooler
10.8 H
See |IEC
11 LED arrays for fibre optic systems or subsystems

11.1 Type

LED/IRED with/without optical fibre pigtail for fibre optic systems or subsystems.

11.2 Semiconductor material

GaAs, AlGaAs, InGaAs, InGaAsP, InP, etc.
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11.3 Détails d’encombrement et d’encapsulation
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— Numéro CEI et/ou numéro national de référence du dessin d’encombrement

- Méthode d’encapsulation: verre/métal/plastique/autre

- Identification des bornes et indication d’'une connexion électrique éventuelle entre une borne
et le boitier

- Caractéristiques de l'accés optique:

nombre de voies (diodes électroluminescentes),

distance entre les voies, orientation par rapport a I'axe mécanique, position par rapport a
I'axe mécanique et ouverture numerique

— Pour les dispositifs avec fibre amorce: informations concernant la fibre amorce, le type de

protection, le connecteur et la longueur
- Informations concernant la dissipation thermique du boftier
11.4 aleurs limites (valeurs maximales absolues) dans la ga (%Q%
gle fonctionnement, sauf indication contraire {rm\
Référgnce Caractéristiques < \% \Iixigences Unité
ittecal \Wn MaX.
11.4.1 Température de stockage Tstg X X °C
soit 11.4,2.1 |Température ambiante Ta X X °C
soit 11.412.2 | Température du boftier Case X X °C
11.4.3 Tsid X °C
11.4.4 VR X \
11.4.5 IF X mA
11.4.6 IFRM X mA
11.4.7 Piot X W (mW)
11.4.8 ) X °C
11.4.9 r X mm (cm)
11.4.10 X m/s2, s
11.4.11 X m/s2, s
11.4.12 X m/s2, Hz
11.4.12.
X

- Rés‘istance a la traction sur la gaine de protection le X

1011g Ue S0IT axe
11.4.12.2 Structure serrée

- Résistance a la traction sur la fibre amorce le long de E X N

son axe
Y Ppour les dispositifs a température de boftier spécifiée seulement.
2 Pour les dispositifs avec fibre amorce seulement.
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11.3 Details of outline and encapsulation

— IEC and/or national reference number or outline drawing.

— Method of encapsulation: glass/metal/plastic/others.

— Terminal identification and indication of any electrical connection between a terminal and

the case.

— Characteristics of the optical port: number of channels (LEDs), distance between channels,
orientation relative to mechanical axis, position relative to mechanical axis, and numerical

aperture.

— For devices with pigtail: information on a fibre pigtail, kind of protection, connector, and

pigtail length.

— Inforation on the heat sinking of the package.

N
N \Qeq

11.4 Limiting values (absolute maximum ratings) over the operatin e range,
unless otherwise stated
Refergnce Characteristics etter u ents| Unit
< S (o] M%. Max.
11.4.1 Storage temperature X X °C
either Operating ambient temperature X X °C
11.4.2.1
or11.4.4.2 Operating case temperature X X °C
11.4.3 Soldering temperature at maxim erin g ahd X °C
minimum distance to case specifi
11.4.4 Reverse voltage VR X \Y,
11.4.5 ating Ir X mA
11.4.6 IFRM X mA
11.4.7 Prot X W (mWw)
11.4.8 Tvj) X °C
11.4.9 ified distance from the r X mm (cm)
11.4.10 X m/s2, s
11.4.11 X m/s2, s
11.4.12 ) X m/s2, Hz
11.4.12.
F X N
F X N
11.4.12.2 Tight structure
- Tensile force on pigtail along its axis F X N

Y For case rated devices only.

2) For devices with pigtail only.
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11.5 Caractéristiques électriques et optiques

Référence | Caractéristiques et conditions & Tamp OU Tease = 25 °C, | Symbole Exigences Unité
sauf indication contraire littéral Min. Max.
soit 11.5.1.1 |Flux énergétique a I'acces optique et a I'lr spécifié De X x?) mw
soit 11.5.1.2 Courant direct au flux énergétique en sortie spécifié Ir x? X mA
11.5.2 Longueur d’onde d’émission pour /r ou ®¢ spécifiés Ap X X nm (um)
11.5.3 Largeur de bande du rayonnement spectral pour /r ou AN X nm
®e spécifiés
11.5.4 V2 Angle a mi-intensité pour /r ou ®e spécifiés 61/2 X degré
11.5.5 V2 Angle de désalignement entre I'axe optique et I'axe AB X degré
mécanique pour /r ou ®e spécifiés
11.5.6 Tension directe pour Ir ou ®¢ spécifiés VF Q
11.5.7 Courant inverse pour Vr spécifié Ir
soit 11.5/8.1 [Temps de commutation pour le courant de polarisation
continu, la durée d’'impulsion et le coefficient
d'utilisation spécifiés: \ ns
— temps de croissance 4 £ X ns
- temps de décroissance (on) X ns
— temps de retard ¥ ) X ns
soit 11.5/8.2 | Fréquence de coupure pour /¢ ou ®e, fréquence de X MHz
bruit, largeur de bande et taux de modulatigf ecift
11.5.9? 63‘ X X pF
soit 11.5,10.1 C/ X
soit 11.5,10.2 RIN X
11.5.11 rd X Q
11.5.122 IF(1dB) X X mA
11.5.132 D12,D21 X dB
soit Rih(j-c) X Q/K
11.5.14.12
soit Rith(j-a) X Q/K
11.5.14.22
11.5.153Q i CRo X dB
11.5.164 iaphon rique pour Ir, i, fréquence d’horloge et CRe X dB
forme du signal spécifiés
1) polr Jés-dispositifs’avec fibre amorce seulement.
2)  S'i| ynadieu.

3) La diaphonie optique de la voie «i», CRogy), est definie comme le quotient de @/®;, ou

— @, est le flux énergétique émis par la voie «j», lorsque chacune des autres voies est alimentée par Ir(pc)
spécifié,

— ®;j est le flux énergétique émis par la voie «i» lorsqu’elle est la seule voie & étre alimentée par Ir(pc) spécifié.

La diaphonie optique du dispositif (réseau), CRo, est le maximum du total des diaphonies.

4) La diaphonie électrique de la voie «i», CRE(), est définie comme le quotient de @/®;, oU

— @i est le flux énergétique moyen émis par la voie «i» lorsque chacune des autres voies est alimentée sous les
conditions d’attaque, I, i, la fréquence d’horloge et la forme de signal spécifiés (NRZ).

— @ est le flux énergétique moyen émis par la voie «j» lorsqu’elle est la seule voie a étre alimentée sous les
conditions d’attaque, Ir, i, la fréquence d’horloge et la forme de signal spécifiés (NRZ).

La diaphonie électrique du dispositif (réseau), CREg, est le maximum du total des diaphonies.

A titre de référence seulement

La diaphonie thermique de la voie «i», CRn), est définie comme le quotient de (@i, - @')/ ®i', ou

— @' est le flux énergétique émis par la voie «i» lorsque chacune des voies (toutes les voies, y compris la i-eme
voie elle-méme) est alimentée par Ir(pc) spécifiée.

— @i’ est le flux énergétique émis par la voie «i» lorsqu’elle est la seule voie & étre alimentée par Ir(pc) spécifiée.
La diaphonie thermique du dispositif (réseau), CRw, est le maximum du total des diaphonies.
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11.5 Electrical and optical characteristics

Reference Characteristics and conditions Letter Requirements Unit
at Tamp OF Tease = 25 °C, symbol
unless otherwise stated Min. Max.
either 11.5.1.1 Radiant power at the optical port and at specified /¢ e X x?) mw
or11.5.1.2 Forward current at specified radiant output power Ir x? X mA
11.5.2 Peak emission wavelength at specified I or ®e Ap X X nm (um)
11,53 Spectral radiation bandwidth at specified /r or ®e AN X nm
11.5.4 192 Half-intensity angle at specified Ir or ®e 01/2 X degree
11.5.5 V@ Misalignment angle between optical axis and AD X degree
mechanical axis at specified /r or ®e
11.5.6 Reverse current at specified /r or ®e Ve Q X
11.5.7 Reverse current at specified Vr Ir
either 111.5.8.1 Switching times at specified d.c. bias current, pulse
width and duty cycle: v X ns
— rise time \ X ns
— fall time ] td(onNad X ns
— delay times X ns

x

%

off)
or11.5.4.2 Cut-off frequency at specified /r or ®e, nois \K MHz
frequency, bandwidth and modulation fa
11.5.9% Total capacitance at speciffed f tot X X pF
either 111.5.10.1 | Carrier to noise ratio at speuifi i /N X
AN N

or 11.5.10.2 Relative intensity noise at $ RI

frequency angd bandwidth

11.5.11 rd X Q

11.5.122 IF(1dB) X X mA
11.5.13% Di2,D21 X dB
either 11 Rith(j-c) X Q/K
or 11.5.1 Rith(j-a) X Q/K
11.5.15° CRo X dB
11.5.16* trical cxosstalk at specified Ir, i, clock CRe X dB

ffetency, apd signal pattern

T Fol devices without\pigt¥il only.
2 Where approptiate.
3 The optical cross of channel "", CRoj), is defined as the quotient of @i/®i, where:

— @ is|thewradiant power emitted from the channel "i" whilst each of all the other channels is fed by ppecified
IF(DC),

— ®;j is the radiant power emitted from the channel "/" when it is the only channel fed by /ribc) specified.

The optical crosstalk of the device (array), CRo, is the maximum of the overall crosstalks.

) The electrical crosstalk of channel "/", CRe(i), is defined as the quotient of @i/®i, where

— @i is the average radiant power emitted from the channel "/* when each of all the other channels is fed by
specified driving conditions, Ir, i, clock frequency and signal pattern (NRZ).

— @ is the average radiant power emitted from the channel "/" when it is the only channel fed by specified
driving conditions, Ir, i, clock frequency and signal pattern (NRZ).

The electrical crosstalk of the device (array), CRE, is the maximum of the overall crosstalks.

For reference only
The thermal crosstalk of channel "i", CR(i, is defined by the quotient of (®i' - @)/ ®i', where

— @' is the radiant power emitted from the channel "/* when each channel (all channel including the i-th channel
itself) is fed by specified Irc).

— @i’ is the radiant power emitted from the channel "/* when it is the only channel fed by specified Ir(pc).

The thermal crosstalk of the device (array), CRi, is the maximum of the overall crosstalks.
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